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Resumo 

 

Serna, Juan Humberto; Cremona, Marco. Filmes finos de sistemas 
moleculares orgânicos dopados: estudo da influência dos 
métodos de deposição nas propriedades ópticas e elétricas. Rio 
de Janeiro, 2011. 163p. Dissertação de Mestrado - Departamento de 
Física, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

Neste trabalho é apresentado um estudo da influência das técnicas de 

deposição de filmes finos nas propriedades físicas de dois sistemas 

moleculares orgânicos. O estudo foi realizado através da análise das 

características ópticas e elétricas de filmes finos e dispositivos OLEDs 

crescidos utilizando os sistemas orgânicos: (1) DCM2:Alq3 e (2) 

[Sm(tta)3(dppmo):Eu(tta)3(dppmo)]. Em ambos os casos um material é 

utilizado como matriz (Alq3 ou complexo de Sm3+) e outro como dopante 

(DCM2 ou complexo de Eu3+). A análise das propriedades físicas do sistema 

(1), crescido por co-deposição térmica e por “spin-coating”, permitiram 

mostrar que a resposta do sistema muda em função da técnica de deposição 

usada. Por exemplo, o processo de transferência de energia molecular entre 

a matriz (Alq3) e o dopante (DCM2) varia de uma técnica para outra, sendo 

menos eficiente na técnica onde o filme crescido permite obter uma 

separação maior entre as moléculas. O estudo também mostrou que a 

transferência de energia pode ser inibida por meio de um processo de 

fotodegradação do sistema com luz UV. A análise do sistema (2), crescido 

pelas técnicas de co-deposição térmica e deposição térmica de moléculas 

misturadas na fase sólida, mostrou que a resposta deste sistema é 

independente do método de deposição utilizado. Além disso, a dopagem da 

matriz Sm(tta)3(dppmo) com um complexo de európio que possui os mesmos 

ligantes orgânicos, permitiu observar uma transferência de energia 

“intermolecular” entre os dois complexos, assim como um aumento da 

intensidade de emissão de algumas das transições do íon Eu3+. Estes 

sistemas foram usados na fabricação de dispositivos orgânicos 

eletroluminescentes e o sistema molecular 1 como sensor de radiação UV.  

 

Palavras-chave 

Semicondutores orgânicos; eletrônica orgânica; filmes finos; transferência de 

energia; Complexos de terras raras; eletroluminescência; fotoluminescência.  
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Abstract 

 

Serna, Juan Humberto; Cremona, Marco (Advisor). Thin films of 
organic molecular systems: study of influence of the deposition 
methods on optical and electrical properties. Rio de Janeiro, 2011. 

163p. MSc. Dissertation - Departamento de Física, Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

         This dissertation reports the study of the influence of different 

deposition techniques on the physical properties of two molecular organic 

systems: (1) DCM2:Alq3 e (2) [Sm(tta)3(dppmo):Eu(tta)3(dppmo)]. The 

investigation was carried out by analyzing the optical and electrical 

characteristics of thin films and organic light-emitting devices (OLEDs) based 

on the two organic systems. In both systems, one of the compounds was 

used as the host (Alq3 and Sm-based complex) and the other as the dopant 

(DCM2 and Eu-based complex). Analysis of the system (1) physical 

properties, showed that the system response varies as a function of the used 

deposition technique (in this case, thermal codeposition and spin-coating). 

For example, the molecular energy-transfer process between the matrix 

(Alq3) and the dopant (DCM2) varies from one technique to the other, being 

less efficient in the one where the molecular separation is larger. The study 

also demonstrated that the energy transfer can be inhibited by means of UV 

photodegradation process. System (2) was grown by thermal codeposition as 

well as thermal deposition of molecules mixed in solid phase. In this case, the 

results indicated that the response of this system is independent of the 

deposition technique chosen. Besides, doping the Sm(tta)3(dppmo) host with 

an europium complex allowed to observe not only an intermolecular energy-

transfer between the two complexes but also an increasing in the emission 

intensity of some Eu3+ transitions. Both systems can be applied to UV 

radiation sensors’ fabrication and organic light-emitting devices. 

 

Keywords 

Organic semiconductors; organics electronics; thin film; energy 

transfer; rare earth complexes; electroluminescence; fotoluminescence. 
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